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Ta 酸化物(TaOx)をベースとした抵抗変化型メモリ(ReRAM）は、様々な種類がある金属酸化物

を用いた ReRAM の中でも 2012 年に先駆け実用化されており、その素子構造の簡素さと省エネル

ギー特性により、次世代不揮発性メモリの一つとして注目されている。さらに、他の不揮発性メ

モリを大きく凌駕する、100 年を超えるデータ保持時間

を有することが明らかとなり[1]、新たな電子素子の利

用シーンの拡大に期待できる。この TaOx ベースの

ReRAM は、TaOx 内の局所的な導電性フィラメント形

成により抵抗変化を実現しているといわれている。前

回、我々のグループが有するナノギャップ形成技術を

応用し、Fig.1のような平面型のReRAM構造を実現し、

抵抗スイッチ動作に伴う微細な組成変化を計測した[2]。 

今回は、この作製した平面型 ReRAM 構造に対して、斜めから Ar イオンミリングで加工するこ

とによって、向かい合った電極構造に異形構造を導入した。Fig.2 にミリング前後のサンプルの電

子顕微鏡像を示す。このサンプルにてフォーミング動作を行った結果、片側の電極の電界集中箇

所において導電性フィラメント形成に伴う構造変化を観測できた。また、この時のフォーミング

動作に必要な電圧は、異形構造によって低電圧化されており、その効果の大きさを、異形構造に

起因した電界集中によって説明できることを有限要素法にて示した。講演ではこれらの結果の詳

細について紹介する。 
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